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Plan 244 Ing. de Telecomunicacion
Asignatura 43776 COMPONENTES ELECTRONICOS AVANZADOS

Grupo 1

Componentes optoelectrénicos: semiconductores para optoelectrénica, emisores (LEDs y diodos laser) y
fotodetectores.

Propiedades estructurales, electronicas y Opticas de los semiconductores

Diodos emisores de luz (LEDs): fundamentos, estructuras, caracteristicas y aplicaciones

Diodos laser: fundamentos, estructuras, caracteristicas y aplicaciones

Fotodiodos: Principio de funcionamiento, caracteristicas, tecnologia y otros dispositivos relacionados.

1.- Entender el principio de funcionamiento de los principales componentes optoelectrénicos.

2.- Conocer y comprender las caracteristicas de funcionamiento de los principales tipos de componentes
optoelectronicos comerciales y su relacion con la tecnologia de fabricacion.

3.- Conocer las aplicaciones de los componentes y sistemas optoelectronicos.

4.- Ser capaz de interpretar las especificaciones de componentes comerciales y de relacionarlas con los
conocimientos vistos en teoria.

Parte |- Semiconductores y LEDs

TEMA 1- Propiedades basicas de los semiconductores

Motivacion. Propiedades basicas de la luz. Estructura de bandas de los semiconductores. Familias de
semiconductores. Dopantes. Estadistica de portadores. Concentracion de portadores. Fendmenos de generacion y
recombinacion. Centros profundos. Eficiencia de recombinacion radiativa. Pseudo-niveles de Fermi.
Heteroestructuras. Técnicas de crecimiento epitaxial.

TEMA 2- Propiedades Opticas de los semiconductores

Transiciones Opticas banda a banda. Absorcion de luz. Emision espontanea y estimulada. indice de refraccion.
Modificacion de las propiedades 6pticas con la temperatura y con las inhomogeneidades. Propiedades Opticas de las
heteroestructuras.

TEMA 3- Diodos emisores de luz (LEDS)

Luminiscencia por inyeccion de portadores en uniones p-n. Respuesta espectral. Eficiencia de emisién.
Caracteristicas I-V. Caracteristicas P-1. Respuesta angular. Unidades fotométricas. Fiabilidad y parametros térmicos.
Respuesta en frecuencia. Polarizacion del LED.

TEMA 4- LEDs especificos: estructura, caracteristicas y aplicaciones

IREDs de GaAs. IREDs de AlGaAs. IREDS para 22 ventana. LEDs de GaP y GaAsP. LEDs rojos de AlGaAs. LEDs de
AlGalnP. LEDs de nitruros. Carta cromética. LEDs blancos. Aplicaciones de los LEDs. Tecnologias emergentes para
LEDs*.

PARTE II- DIODOS LASER y FOTODETECTORES

TEMA 5- Diodos laser (LD)

Ganancia neta en semiconductores. Inversién de poblacién en uniones p-n. Cavidades 6pticas. El diodo laser:
condicién de oscilacion. Caracteristicas P-I: corriente umbral y parametros de eficiencia. Dependencia de la corriente
umbral con la temperatura y las dimensiones. Laseres de confinamiento separado. Laseres de pozo cuantico.
Distribucién espectral. Laseres monomodo: DFB y DBR. Confinamiento lateral. Caracteristicas del haz. Respuesta en
frecuencia: andlisis cualitativo. Fiabilidad.
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TEMA 6- Diodos laser especificos
Diodos laser de AlGaAs de baja potencia. Diodos laser de visible. Emisores para la 22 y 32 ventana. Estabilizacién y
ajuste de longitud de onda. Laseres de bombeo. Laseres de emision por superficie.

TEMA 7- Fotodiodos (PDs)

Motivacion. Principio de funcionamiento de los fotodiodos. Estructura de los fotodiodos. Eficiencia y respuesta
espectral. Caracteristicas eléctricas. Circuitos basicos con fotodiodos. Respuesta en frecuencia. Disefio y fabricacion
de PDs de Siy de GalnAs/InP. Fotodiodos Schottky. Fotodiodos de avalancha.

Programa Préctico

Evaluacion

Examen escrito, dividido en dos partes, correspondientes a los Temas 1-4 y 5-7. La nota de la asignatura sera la
media geométrica de las dos partes.

Habra un examen parcial opcional de la primera parte del temario (Temas 1-4), que eliminara materia. El parcial sera
a finales de noviembre.

Los alumnos que aprueben el parcial se examinaran en febrero sélo, silo desean, de la segunda parte. Para aquellos
gue suspendan el parcial, la nota de éste no tendra efecto alguno. En caso de suspender la asignatura en febrero

teniendo aprobada una de las partes, la nota de la parte aprobada se guardara para septiembre, pero no para el curso
siguiente.

Los enunciados y soluciones de los exdmenes de cursos anteriores estan disponibles en
www.ele.uva.es/~pedro/optoele/exams/CEA/
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La documentacion especifica en formato electrénico se podra descargar desde esta pagina
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